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Zatgcznik nr 1 do ogtoszenia o udzielanym zamoéwieniu nr ZZ/025/009/D/2023

Szczeqgoélowy opis przedmiotu zamoéwienia

Przedmiotem zamoéwienia jest dostawa trawionych mikrostruktur w podtozach z diamentu
domieszkowanego borem (BDD) na potrzeby projektu ,UPTURN - Microfluidic cells for high-
throughput multiple response analyses” finansowanego z NCBIR, nr umowy:
NOR/POLNOR/UPTURN/0060/2019-00 w ramach POLNOR 2019 Call, realizowanego na
Wydziale Elektroniki, Telekomunikac;ji i Informatyki Politechniki Gdanskiej.

Przedmiot zamowienia obejmuje dostawe do siedziby zamawiajgcego: Politechnika Gdanska,
Wydziat Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdansk,
budynek WETI A (nr 41), pokéj 116.

Zamawiajgcy wymaga, aby Przedmiot zaméwienia w kazdej czesci postepowania byt
fabrycznie nowy, kompletny o wysokim standardzie zaréwno pod wzgledem jakosci
wykonania, jak réowniez funkcjonalnosci, wolny od wad materiatowych i konstrukcyjnych, bez
wczesniejszej eksploatacji i nie moze by¢ przedmiotem praw osob trzecich.

Kody wg klasyfikacji Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV): 24590000-6 krzemiany w
formach podstawowych.

Trawione mikrostruktury w podiozach z diamentu domieszkowanego borem (BDD).

Wymagania dotyczace mikrostruktur:

e Podloza 2” Si pokrytego grubg warstwg tlenku SiO, — podtoza dostarczone przez
Zleceniobiorce;

¢ Minimalna grubos¢ podtéz krzemowych to 500 pm-~;

o Catkowita grubosé¢ powtoki SiO, powinna wynosi¢: 500-1000 nm;

o Podioza 2" Si/SiO, zostang pokryte warstwg polikrystalicznego diamentu
domieszkowanego borem o grubosciach w zakresie 200 nm + 1 ym poprzez
Zleceniodawce. Podtoza Si/SiO, zostang dostarczone przez zleceniobiorce.;

e Minimalna liczba podtozy do dostarczenia 70 sztuk.

o Wytrawienie struktur wg zatgczonych schematéw 2.1 oraz 2.2

e Pionowos$¢ Scian nie mniej niz 80°

e Jednorodnos$¢ wymiarow struktur na 2 calowym podtozu krzemowym +/- 10% dla
struktur o wymiarze krytycznym ponizej 500 nm i +/- 5% dla struktur o wymiarze
krytycznym powyzej 500 nm

e Odstep pomiedzy strukturami - 100 ym

e Gtebokos$c¢ trawienia w zakresie 400 nm + 800 nm w warstwie SiO, w zaleznosci od
grubosci warstwy SiO,

o Glebokos¢ trawienia ok 400 nm + 2 ym w warstwie diamentowej w zaleznosci od
grubosci warstwy BDD

¢ Wykonanie podpisdw umozliwiajgcych identyfikacje struktur

¢ Wykonanie znacznikéw do pozycjonowania w formie krzyzy centrujgcych
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SCHEMAT 2.1

SCHEMAT 2.2
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